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Kapitel 1 - Einleitung

Halbleitertypenschliissel 1 - 7
Huiblenerypenschliisse| Halbleiterbavelemente fir die Unterbaliungselekironik (mit

Dem Amaitcur begegnen oft zahireiche Halbleiterbauelemente frem-
der Herkunil. deren wichligsie Dalen er keanen mull, wenn &r sie
cinseteen will.

Zur ersien Ansprache cines unbekannien Bauckements ist dic Typen-
bezeichnung von Bedeutung. Es gibt ¢inen sowjetischen und éinen
amerikanischen Schliissel sowie den westeuropdischen Pro- Elek fron-
Schlissel.

Der alte sowjetische Typenschliissel. der sich durch Erweiterung
der Anwendungsgebicte als unrweckmiBig erwies. wurde durch den
ncucn Typenschliissel nach Tabelle | abgelost.

Tabelle | Der sonierische Modew- wnd Tromsistorschlisse!

1. Kennreichnungsélement :

F oder | = Germanium (I bedeulet T, = 60*C, | heibt T, = 70 4C)
K oder 2 = Silizium (K bedeutet T, = 85 *C. 2heilt = 120=C)
A oder 3= GaAs

2, Kennreichnungselement: 3. Kennzeichnungselement :
A = Diode 100 -« - 199 Gleichrichter kleiner
Leistung
201 -- - 299 Gleschrichter mittlerer
Leiztung
301 - - - 399 Gileichrichter grober
Lt uing
401 -+ -499 Universaldinde
500 -- - 599 Impulsdiode
T = Transistor 101 -+ 199 NF-Transistor kleiner
Verlustleistung
200 -« - 29% Mitielfrequenziransisior
kleiner Verlustieistung
301 -+ - 399 HF-Transistor kleiner
Verlustheistung
401 ---499 NF-Transistor mittlerer
Verlustleistung
501 -- - 599 Mittelirequenzlransision
mittlerer Verlustleisiung
601 - -699 HF-Transistor mittlerer
Verlustleistung
7010 -+ - 799 NF-Transistor groler
Verlustleistung
801 -+ - B99 Mittelfrequenziransisior
groBer Verlustleistang
901 - 999 HF-Transistor grober
Verlustleistung
B -~ Varicap 100 ---199
A = UHF-Diode 104 -+ - 199 Mischdinde

201 ---299 Videodiode
301 -+ - 399 Modulatordiode
401 ---499 parametrische Diode

Der amerikanische Schiiissel ist wenig avssagekrifiig. man kann
lediglich un der jetzt bereits dstelligen Ziffer ungefihr das Entwick-
lungsjahr abschitzen. Dioden haben dic Bezeichnung

I N... (1 emispricht der Anzahl der Elekivoden minus Eins):
bei Transistoren gilt

2IN.... wenn e sich um Triodenstrukiuren handeit,
und 3N ... bei Tetrodenstrukiuren.
Ein USA-Transistor des Typs 2 N 706 ist entwicklungsmaBig dlter
als gin Transistor 2 N 4012, Weitere Aussagen, beispicloweise lber
Maierial oder Einsatzzweck, ergeben sich nichi. Um diese Nachieile
in Europa zu vermeiden, wird hier der Pro-Elektron-Schiiissel ver-
wendet, der Auskunit iiber Halbleitermaterial und magliche An-
wendung geben kann. Die Typenbersichnung besteht aus 5 Zei-
chen; man unterscheidet 2 grofie Gruppen:

2 Buchstaben und 3 Ziffern).

- Halbleiterbauelemente fir die professionelle Elekironik (mit
1 Buchstaben und 2 Ziffern).

Dicsen Typenschiissel enthilt Tabelle 2.

Tabelle 2

2, Buchstabe 1. Buchstabe Kennzahl
wichtigster An-  Kennreichen laufende Mu-
wendungsbereich flir kommer- merierung
zielle Typeu  (hidhere Nr.
mil engeren  entspricht
Toleranzen  modernerer
Entwicklung)

daru werden
die letrien. elemenie der
Halbleier- Buchsiaben  Uniterhal-
material fir D = NF-Lei-  des Alphabets lungselekiro-
Hallgenera- siungsiran- verwendel.  nik haben ¢ine
toren und sistor also z. B. dreistellige
fotoelektro- P> 1W) X.Yoder Z Kennzahl
nische Bay- E o= Tunneldiode
elemente  F o= HF-Tran-
sistor
H = Hallfeld-
sonde
K = Hallgeneratlor
L = HF-Lei-
stungstran-
sistor
M » Hallgenerator
P = strahlungs-
empfindliches
(lichiemp-
findliches)
Bauelement
R = Halbleiter
mit Durch-
bruchskenn-
limie (ke
Schalt- und
Stewerrwecke
5 = Schalivran-
sistor
T = Lemstungs-
halbleiter
mit Durch-
bruchs-Kenn-
limie fiir
Schali- und
Steuerzwecke
U = Lemstungs-
Schalitran-
sistonen
Y = Lostungs-
diade
Z = Fencrdiode

Hulbleiterbau-

= W e
@
&
]

Kommerzielbe
Hulbleiterbau-
clemente
haben ging
rweistellige
Kennzahl

Einige Beispiele:

Der Transistor AF 239 it ein Germanium- HF-Transistor neuerer
Entwicklung (K leinsigna lversidrker), der AFY 34 ein Ge-HF-Tran-
sistor fir die professionelie Elckironik. das Bavelement BRY J4 ¢in
Siliziumthyristor kiciner Leistung fiir die professionelle Elektronik
(Thyristor - gesteverter Gleichrichter., Bauclement mit Durch-
bruchskeanlinie). die Diode BZY 2/ eine Silizium-Zenerdiode.
ebenfalis fiir kommerzicllen Einsatz.




Man kann atso an Hand dicses Schiiisscls schon eme Grobeinteilung
vorhandener Halbleiterbaselemenic vomchmen. Genavere Aus-
kunft iiber Einsatzmbglichkeiten und Anwendungsgrenren geben
jedoch die Kennbliner und Kenndaten der Hersieller.

Beziiglich einer Kennzeichnung des Anwendungsgebieis ist eine
Gruppenaufieilong der Halblenerbapelemente von Vorteil. wic sic
fir die Dioden Tabelle 3, fiir Transistoren Tabelle 4 gibt. Zu Ta-
belle 4 mul noch gesagt werden. dal die fi-Frequenz cine definierte
Kenngrife des Transistors ist und etwa dem Verstirkungs-Band-
breiteproduki einer Elektronenrbhne entspricht. Uniter einem schnel-
len Schalttransistor 1t ein Transistor zu versichen. der in weniger
uls 30 ns ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Tabelle 3 Hotbleiterdioden

In der DDR werden Germaniumtransistoren mit dem 1. Buchsta-
ben G, Siliriumtransisioren mit 5 bezeichnet (fiir Dioden analog).

Richi- und

Aktive Dicden  Kapazititsdioden Gleichrichierdioden Zenerdioden

Forodioden

Mizchdiod Schalidioden
Richtdioden langsame Schali- Tunneldioden  Varicaps (fiir
dioden {Verstirkeriypen) niedrige Frequen- < 1 A
ren)
Signaldioden Nanosckunden- Tunneldioden Varakioren (fr
Modulatordioden schalidioden iSchali- und

Hochsifrequenz- snap-off-Dioden Osz.-Typen)
dioden ab | GHz Vierschichidioden
hot-carrier-

Dioden

fiir Stréme Kleinleistungsdioden langsame Foto-
(P < 300 mW) dioden
fiir Sirtime rwischen  Leistungsrenerdioden Manosekunden-

I A und 10A LVA-Dioden (Nie-  fotodioden

hohe Frequenzen) fiir Siréme rwischen derspannungs-

10 und 100 A
fiir Hochsirom-
anwendung / > 100 A!

lawinendioden)

Tabelle 4 Tronsisioren

Kleingignal- Kleinleistungs- Leistungs- Hochieistungs-
iypen Iypen Lypen Iypen
P, - 150mW P — P R

150 mW---1 W J---10W 10 W
MNF-Tran- MF-Tran- NF-Tran- MF-Trin-
sisloren sistoren sisloren sistoren
hsIMH: f<3IMHz: fr=3MHz ;< 3IMH:z
HF-Trun- HF-Tran- HF-Tran- HF-Tran-
sistoren sistoren sistoren sisloren
Sr>3IMH: fo>3MHz S >3MHz f;>3MHz
langsame langsame Schaluran- Schalttran-
Schaliiran- Schaliran- sistoren sisloren
sisloren sistoren
schnelle Schalt- schnelle Schalt-
transistoren transisioren
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